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I . Interacdes entre fon e superficie
Objetivos Introdugdo

Sistema de deposicdo do Laboratério de filmes
Semicondutores da UNESP — Bauru

* Expor o comportamento
do processo de
deposi¢do em RF

Essa ejecdo dos dtomos fon incidente
de uma superficie pela
colisdo de um dtomo

jonizado é conhecida
como sputtering

Superficie —

* Destacar a importancia
do sistema de
Magnetrons

InteracGes entre ion e superficie Interacdes entre fon e superficie

Introdugdo Introdugdo

Nesse processo, a particula

O processo de sputtering é

geralmente comparado com *—— incidente pode ser um fon
comego de um jogo de fueel ou um &tomo neutro. Cue Bal
bilhar, onde a bola atinge o oy frarget) Entretanto, os fons podem Prioia (Target)
arranjo de bolas. " + ser acelerados por um . .
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Crescimento de filmes finos por
sputtering

Introdugdo

Excitagdo

Bombardeamento do
alvo por ions energéticos
L ITCIYLIgSIEIEY “One of the immediately self-evident features of

elétrica de um gas a glow discharge is that it glows!” Chapman, Brian

Crescimento de filmes finos por

Introdugdo sputtering
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Os elétrons secundarios T
ejetados contribuem no
processo de ionizagdo das
moléculas do gas
utilizado

¢ Superficie do comega a carregar
positivamente;

Sputtering RF

* Perda de elétrons dessa superficie devido a
neutralizagdo dos ions positivos que
colidem;

Entretanto, se o eletrodo
(alvo) é composto desse
tipo de material e a fonte
utilizada é do tipo
pode ocorrer o
carregamento da
superficie. °

* Potencial negativo aumenta e tende a zero;

* Diminuigdo na taxa de sputtering e eventual
perda de sustentagdo do plasma.

Time dependence of V.
surfocs potertial of the nsulator
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Crescimento de filmes finos por

Introdugdo sputtering
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Alvo carregado
negativaments
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Sputtering RF

Rocksalt Zinc bleade Wartzite

Na deposigdo por
sputtering, podemos i
crescer filmes compostos ©
de materiais
eletricamente isolantes
ou semicondutores.

12
Bombardeamento de
elétrons

Neutralizagdo

Sputtering RF

Aideia de se usar
corrente alternada é que
a carga positiva
acumulada na superficie

durante meio ciclo possa
ser neutralizada.

Sputtering

Bombardeamento de
ions positivos
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Sputtering RF - Magnetrons
13.56 MHz
* Frequéncia permite a neutralizagdo Driven
de carga durante os ciclos;
8 5 p— o clectiode
srcl, PR .
film —— = Os sistemas magnetrons
- cianci ilizacs Oxygen Qe O Sputtered aprisionam os elétrons
* Eficiéncia na estabilizagdo puicy - )s(ron_lmm p
do plasma e na ionizagdo; e species perto do alvo, de modo a
Jaes™ == T aumentar o processo de
o S W electrode ionizagdo
* Ndo interfere em 1

equipamentos;
O RF é possibilita uma melhor produgdo de filmes de
6xido altamente isolante

Os elétrons ficam presos nas linha de campo
magnético préximas ao substrato

Magnetrons Magnetrons Vantagens
* Aprisionamento dos elétrons nas

regides proximas ao alvo;

Sreenivas. JOURNAL OF APPLIED + Aumento na taxa de ionizacdo e,

1 APRIL 2003

Parmanand Sharma and K.
PHYSICS VOLUME 93,

o} 3 sigh consequentemente, deposigdo;
agnaton
Substrale
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Isso é obtido com campo
elétrico e campo magnético

Desvantagens
¢ Erosdo do alvo localizada, formagdo
das “trilhas” de desgaste;
¢ Esse desgaste pode provocar

que sdo geralmente
perpendiculares.
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- variagdo nas taxas de deposigdo;
) ( ). ( * Troca do alvo em um intervalo de
S~~~ —— tempo menor;
Target erosion
17 18
~ High target utilisation
Conclusoes = g g ;
(o sputtering (HiTUS)

Esquema do sistema HiTUS

Portanto, nesta apresentagdo
abordamos os temas:

Vantagens do HiTUS
* Pulverizar alvos ferromagnéticos

Gas Feed

espessos

P EaEse do e o * >95% do alvo é utilizado

Sputtering;
’ * Facil controle do estresse do filme

* Fungdo da fonte RF;

* A capacidade de executar | Barn Shisly
processos de pulverizagdo
catddica reativos de alta
velocidade

* Importancia do sistema

de Magnetrons. ~
Magnels
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